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内容概要

　　本书综合了半导体物理和晶体管原理两部分的内容，第1至3章介绍了半导体特性、PN结、半导体
的表面特性，第4至第5章系统阐述了双极型晶体管及其特性、MOS型场效应晶体管的结构和工作原理
，第6章简要介绍了其他几种半导体器件。
全书根据高等职业教育的特点来编写，在内容上侧重于物理概念与物理过程的描述，并注意与生产实
践相结合，适当配置了工艺和版图方面的知识，同时在前5章编写了实验，方便选用。

　　本书可作为高职高专微电子技术及相关专业的教材，也可供半导体行业工程技术人员参考。

　　本书配套授课电子教案，需要的教师可登录www.cmpedu.com免费注册、审核通过后下载，联系编
辑索取（QQ:1239258369,电话:010-88379739）。
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编辑推荐

　　《全国高等职业教育规划教材：半导体器件物理》根据高等职业教育的特点来编写，在内容叙述
上力求重点突出、条理分明、深入浅出、图文并茂，简化和删除了数学推导，侧重于物理概念与物理
过程的描述。
同时在前5章编写了实验，方便选用。
 本书首先介绍了必要的半导体材料和半导体物理方面的基础知识，然后依次阐述了PN结、半导体的
表面特性、双极型晶体管及其特性、MOS型场效应晶体管和一些常用的其他半导体器件的基本原理及
其物理特性。
这些内容的学习将为后续课程（如“半导体制造工艺”、“集成电路版图设计”等课程）奠定必要的
基础。
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